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【はじめに】GaN on GaNを用いた縦型 GaNパワーデバイスの低抵抗化の実現に向けては、n型

GaN基板裏面(N極性面)に対するコンタクト抵抗の低減が求められる。一般的な n型 GaN基板の

キャリア密度は 1×1018 cm-3程度であり、一般的な Ti/Al 電極では十分低いコンタクト抵抗を得る

ことが難しい。そこで、我々は N極性面 GaN基板上への高濃度 Si添加 GaNスパッタ膜の形成に

よる、コンタクト抵抗低減技術の開発を進めている。本発表では、その初期検討として、Si 添加

GaNスパッタ膜の表面形態やコンタクト特性の簡易測定結果について報告する。 

【実験】N 極性面 GaN 基板とリファレンス試料としてサファイア基板上 Ga 極性面

unintentionally-doped GaNテンプレートのそれぞれの表面に対して、Si固体源、液体 Ga、N2ガス

を供給源とした GaN スパッタ成膜を行った。GaN スパッタ膜中に導入される Si 添加量に意図的

な差を作るため、液体Gaに対する Si固体源のスパッタリング電力比 (Si電力(W)/Ga電力(W)比、

Ga電力は固定)を 0、0.09、0.11と変化させた。設定温度は 700 ℃、狙い膜厚は 100 nmとし、SEM

による表面観察を行った。また、GaN基板上 GaNスパッタ膜の表面に Ti/Al電極を形成し、通常

より低温の電極シンター(475 ℃、5 min)を行った後、電極間の電気特性(I-V)の測定を行った。 

【結果と考察】図 1に、各 Si/Ga比で成膜した GaNスパッタ膜の表面観察結果を示す。Ga極性面

GaNテンプレート上 GaNスパッタ膜の表面は、いずれの Si/Ga比の試料も表面平坦性が良好であ

ることを確認した。スパッタ膜のシート抵抗 Rsも測定しており、Si/Ga比の増加に従って Rs = 367, 

60, 37 Ω/□と低減することを確認している。一方で、N極性面 GaN基板上 GaNスパッタ膜の表

面は、Si/Ga比の増加により、空孔状の凹み(深さ数十 nm程度)が発生し、Ga極性面上とは異なる

傾向を示すことが分かった。図 2に、N極性面 GaN基板上 GaNスパッタ膜の I-V特性を示す。Si/Ga 

= 0は非線形であったのに対し、Si/Ga比の増加により線形な特性が得られ、オーミック特性が改

善している様子が確認された。 
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Figure 1. Surface morphology of GaN sputtered films 

with Si/Ga power ratio of 0, 0.09, and 0.11.  

Figure 2. I-V characteristics of GaN sputtered films on N-polar 

GaN substrate with Si/Ga power ratio of 0, 0.09, and 0.11. 
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